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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體模組，包括：第 1 ～第 4半導體元件；多個佈線圖案；第 1電源端子；第 2
電源端子；第 1中點端子；以及第 2中點端子，所述半導體模組構成以所述第 1半導體
元件以及所述第 3半導體元件為高側、以所述第 2半導體元件以及所述第 4半導體元件
為低側的全橋電路，進一步包括：

溫度檢測元件，具有第 1溫度檢測電極和第 2溫度檢測電極；
第 1溫度檢測佈線圖案，其與所述第 1溫度檢測電極連接；
第 1溫度檢測端子，其是用於與溫度檢測電路連接的端子，且與所述第 1溫度檢測佈線
圖案連接；

第 2溫度檢測佈線圖案，其與所述第 2溫度檢測電極連接；以及
第 2溫度檢測端子，其是用於接地或與控制系統電源連接的端子，且與所述第 2溫度檢
測佈線圖案連接，

其中，在將所述第 1半導體元件和所述第 4半導體元件同時導通時的電流路徑，即包含
從所述第 1電源端子到所述第 1中點端子的第 1電流路徑以及從所述第 2中點端子到所
述第 2電源端子的第 2電流路徑的電流路徑作為第 1開關路徑；並將所述第 3半導體元
件和所述第 2半導體元件同時導通時的電流路徑，即包含從所述第 1電源端子到所述第
2中點端子的第 3電流路徑以及從所述第 1中點端子到所述第 2電源端子的第 4電流路
徑的電流路徑作為第 2開關路徑時，
所述溫度檢測元件配置在被所述第 1開關路徑及所述第 2開關路徑所包圍的區域中，
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所述半導體模組被構成為可降低基於構成所述第 1電流路徑與第 4電流路徑的共通部分
的佈線圖案以及所述第 1溫度檢測佈線圖案之間的寄生電容、以及基於構成所述第 2電
流路徑與第 3電流路徑的共通部分的佈線圖案以及所述第 1溫度檢測佈線圖案之間的寄
生電容所產生的雜訊。

2.　根據請求項 1所述的半導體模組，其中：
所述多個佈線圖案包含：搭載所述第 1半導體元件且連接所述第 1電源端子的第 1佈線
圖案；搭載所述第 2半導體元件且連接所述第 1中點端子的第 2佈線圖案；搭載所述第
3半導體元件且連接所述第 1電源端子的第 3佈線圖案；以及搭載所述第 4半導體元件
且連接所述第 2中點端子的第 4佈線圖案，
其中，在俯視所述半導體模組時，所述第 1溫度檢測佈線圖案配置在所述第 2佈線圖案
與所述第 4佈線圖案之間。

3.　根據請求項 2所述的半導體模組，其中：
所述第 1溫度檢測佈線圖案與所述第 2佈線圖案之間的距離與所述第 1溫度檢測佈線圖
案與所述第 4佈線圖案之間的距離相等。

4.　根據請求項 2所述的半導體模組，其中：
所述第 2電源端子是用於所述接地的端子，
所述多個佈線圖案進一步包含連接有所述第 2電源端子的第 5佈線圖案，
所述第 5佈線圖案具有向配置有所述第 1溫度檢測佈線圖案的方向延伸的延伸部。

5.　根據請求項 2所述的半導體模組，其中：
所述第 2溫度檢測佈線圖案配置在所述第 1溫度檢測佈線圖案與所述第 2佈線圖案之
間、或者配置在所述第 1溫度檢測佈線圖案與所述第 4佈線圖案之間，
所述半導體模組進一步包括電容性耦合降低佈線圖案，該電容性耦合降低佈線圖案配置

在所述第 1溫度檢測佈線圖案和所述第 2佈線圖案之間以及所述第 1溫度檢測佈線圖案
和所述第 4佈線圖案之間的未配置所述第 2溫度檢測佈線圖案的一側。

6.　根據請求項 5所述的半導體模組，其中：
所述電容性耦合降低佈線圖案用於所述接地。

7.　根據請求項 6所述的半導體模組，其中：
所述第 2電源端子是用於所述接地的端子，
所述多個佈線圖案進一步包含連接有所述第 2電源端子的第 5佈線圖案，
所述電容性耦合降低佈線圖案與所述第 5佈線圖案連接。

8.　根據請求項 2所述的半導體模組，其中：
在俯視所述半導體模組時，所述第 1溫度檢測佈線圖案和所述第 1溫度檢測端子被配置
在與規定的對稱軸重疊的位置上，

所述第 1溫度檢測端子的至少一部分和所述第 1溫度檢測佈線圖案具有以預定的所述對
稱軸為基準呈線對稱的形狀，

由作為所述半導體模組的構成要素的所述第 1 ～第 4半導體元件、所述第 1 ～第 4佈線
圖案、所述第 1電源端子、所述第 2電源端子、所述第 1中點端子、以及所述第 2中點
端子構成的結構以所述規定的對稱軸為基準線對稱。

圖式簡單說明

圖 1是實施方式 1的半導體模組 1的內部結構的平面圖。在圖 1中，為了表示半導體模
組 1的內部結構，對於密封材料M只圖示外緣，在與其他構成要素重疊的部分沒有圖示。在
後述的其他內部結構的俯視圖、電流路徑的說明圖以及主要部分放大圖中也是一樣的。

圖 2是放大圖 1的主要部分的主要部分放大圖。

(2)
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圖 3是實施方式 1的半導體模組 1的等效電路圖。
圖 4是根據實施方式 1的半導體模組 1的電流路徑的說明圖。另外，圖 4是向圖 1所示

的半導體模組 1增加電流路徑的圖，圖 4中的半導體模組的結構與圖 1相同。但是，在圖 4
中，省略了表示圖 2所示的各構成要素的符號，主要記載了說明電流路徑所需的構成要素的
符號。

圖 5是實施方式 2的半導體模組 2的內部構成的平面圖。
圖 6是圖 5的主要部分的放大主要部分放大圖。
圖 7是實施方式 3的半導體模組 3的內部結構的平面圖。
圖 8是圖 7中的主要部分的放大主要部分放大圖；
圖 9是實施方式 4的半導體模組 4的內部構成的平面圖。
圖 10是圖 9的主要部分的放大主要部分放大圖。
圖 11是比較例的半導體模組 1A的內部構成的平面圖。
圖 12是對比較例的半導體模組 1A的電流路徑的說明圖。
圖 13是表示實施方式 3涉及的半導體模組 3以及比較例涉及的半導體模組 1A的雜訊特

性的曲線圖。在圖 13中，縱向排列顯示了上段圖表、中段圖表及下段圖表，以使各個圖表的
橫軸(時間)一致。上段的曲線圖(有“Q2”標記的曲線圖)是表示使全橋電路動作時的第 2半導
體元件 Q2的電壓 V及電流 I的變動的曲線圖。中段的曲線圖(有“Q4”標記的曲線圖)是表
示使全橋電路 100動作時的第 4半導體元件 Q4的電壓 V及電流 I的變動的曲線圖。下段的
曲線(有“1A”和“1”標記的曲線)是表示使全橋電路動作時的第 1溫度檢測路徑 TP1的電壓
變化的曲線。另外，下段的圖表分為兩個圖表。有“1A”表示一側的圖是表示比較例的半導
體模組 1A中的電壓的變動的圖。有“3”表示一側的曲線圖是表示實施方式 3的半導體模組
3的電壓變動的曲線圖。在各圖表的左端記載了電壓的數值，在上段的圖表和下段的圖表的
右端顯示了電流的數值。

圖 14是以往的半導體模組 900的等效電路圖。
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